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В последнее десятилетие значительно акти-

визировались исследования и разработки по 
использованию полупроводниковых тугоплав-
ких соединений A3N в электронной технике. 
Наиболее продвинутым в этом направлении 
оказались GaN (светодиоды и HEMT) и AlN 
(темплейты и фотоприемники). Перспективным 
для использования в спинтронике рассматрива-
ется InN. Весьма существенным для приборов, 
разрабатываемых на этих тринитридных соеди-
нениях является создание низкоомных высоко-
надежных контактов. Формирование омических 
контактов к широкозонным полупроводникам 
до настоящего времени остается проблемой. 
Для соединений А3N эта проблема усугубляет-
ся тем, что они, в основном, представляют из 
себя эпитаксиальные пленки, выращенные на 
чужеродных подложках (сапфир, фианит, кар-
бид кремния, арсенид галлия, кремний) и в си-
лу этого являются сильнодефектными. Напри-
мер, в лучших пленках GaN плотность дисло-
каций составляет 107-108 см-2. С другой сторо-
ны, рабочие температуры приборов на тринит-
ридах превышают таковые для традиционных 
кремниевых и арсенидгаллиевых, поэтому не-
обходимым является знание параметров омиче-
ских контактов при температурах, превышаю-
щих 300 К. В настоящей работе проведено 
комплексное исследование омических контак-
тов Au-Pd-Ti-Pd к эпислоям n-GaN, AlN и Au-
Ti-Pd к n-InN, выращенным на сапфире. Экспе-
риментально установлено, что температурные 
зависимости удельного контактного сопротив-
ления ρс(Т) указанных омических контактов 
имеют немонотонный характер. На основе про-
веденного теоретического анализа предложен 
новый механизм температурной зависимости ρс 

в структурах   с высокой плотностью структур-
ных дефектов (в том числе дислокаций) в при-
контактной области. Его парадоксальность за-
ключается в том, что ток протекает через уча-
стки не обедненные, как в обычной теории 
Шоттки [1], а обогащенные электронами [2]. В 
тоже время Хорошее совпадение развитой тео-
рии с экспериментом, объясняющее не только 
увеличение удельного контактного сопротив-
ления с ростом температуры, но и такие осо-
бенности как характер  зависимости удельного 
контактного сопротивления от уровня легиро-
вания, сильную зависимость ρс и точки мини-
мума ρс(Т) от плотности дислокаций, однознач-
но свидетельствуют в его пользу.  

Показано, что плотность структурных де-
фектов, пересекающих область пространствен-
ного заряда полупроводника, коррелирует с 
электронно микроскопическими исследования-
ми сколов соответствующих контактных сис-
тем. Методами электронной Оже спектромет-
рии и рентгеновской дифрактометрии исследо-
ваны межфазные взаимодействия в контактной 
металлизации и установлен фазовый состав 
контактообразующих слоев. Предложены ме-
тоды минимизации удельного контактного со-
противления омических контактов к широко-
зонным полупроводниковым соединениям нит-
ридов III группы. 
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